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• L’analyse fine de l’inhomogénéité de la densité de courant et de la température. 

• L’étude des conséquences du vieillissement (dégradations) sur le comportement du 

composant en régime de commutation. 

• L’interprétation des dérives électriques et thermiques menant à la défaillance. 
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Cartographie de température pour ∆P (t) 
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